Instrukcja datwiczenia laboratoryjnego nr 7

Temat: Parametry matosygnatowe tranzystoréw bipolanych

Cel éwiczenia. Celem ¢éwiczenia jest poznanie parametrow czwornikowych

tranzystora bipolarnego.

I. Wymagane wiadomdci.

1. Znajoma¢ rownar opisupcych tranzystor jako czwornik.
2. Definicje elementdow macierzy w oktenym pohczeniu tranzystora (np. parametry
macierzy h] w uktadzieOB i OE).
3. Znajoma¢ rzedow wielkasci i jednostek parametréw macierdy) [
4. Zaleznos¢ parametrow czwornikowych od qatow i napgé wyskpujacych na wejciu
i wyjsciu czwornika.
5. Uktady zastpcze tranzystora dla sygnatéw zmiennych (np. ,hybtydv ukiadzie OB
i OE).
6. Definicje i sposoby wyznaczania ¢stotliwosci granicznych tranzystora (przebidg;
w funkcji czstotliwaosci).
7. Wplyw parametréw konstrukcyjnych na waito
—parametréw macierzyn];
—cz¢stotliwaéci granicznych tranzystora.
8. Metody i warunki pomiaréw parametréw matosygnatowych.

9. Warunki pomiaru cgci rzeczywistych parametrovin.

[I. Wykonanie ¢wiczenia.

1. Opis uktadu pomiarowego.

Pomiary parametrow macierzy typh] [w uktadzie OE wykonujemy przy pomocy ,Testera

Tranzystoréw” typu P-561, ktérego piytzotowg przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Plyta czotowa Testera P - 561

2. Pomiar parametrow macierzy [h].

W celu dokonania pomiaréw poszczegoélnych parametrow macidrzyndlezy badany
tranzystor typup - n - plub n - p - n umieci¢ w podstawce i patzye odpowiednio
z gniazdamE, B, C na wejciu Testera.

Dalsze posfpowanie omowione jest na przyktadzie pomiaru parantgteu

2.1. Wskepne ustawienie zakresow pomiarowych Testera.

1. Sprawdzt, czy poketta do skokowej i ptynnej regulaciji gtu bazyig i hapkcia kolektora
Uce s ustawione w skrajnym lewym paeniu.

2. Wiaczy¢ odpowiedni przycisk okéajacy typ tranzystor® - N - PlubN - P - N

3. Ustawi pokrtto wyboru zakresu w skrajnym prawym pzémiu (co dla parametri;ie
odpowiada zakresov@0 kQ).

4. Wecism¢ klawisz wyboru mierzonego paramekbrije

5. Wybra zakres nagria np.Uce = 3V.



6.
7.

Wybrat zakres prdu np. Ic = 10 mA
Wiaczy¢ zasilanie TesterdMAINS.

2.2. Ustalanie punktu pracy tranzystora.

1.

2.

Wecism¢ przyciskUce, przy pomocy pokitta Uce ustalt wartas¢ napecia np.Uce =2V,
ktérego wartéc¢ jest podawana na wska@ku (TEST POINT.
Wcism¢ przycisklc. Przy pomocy skokowej i ptynnej regulaty ustalt wartcé¢ pradu

np.lc =0,5mA, ktérego warté jest podawana na wskaku (TEST POINT.

2.3. Pomiar parametru hy1ew funkcji pr adu l¢, przy ustalonym napiciu Uce.

1.
2.

Sprawdzt, czy jest wdinigty klawisz wyboru mierzonego paramelrije
Przy pomocy pokitta zmiany zakreséw dokoéavyboru zakresu pomiarowego parametru
hiie przyjmupc jako optymalny zakres, na ktorym shwvy jest odczyt wartéci

maksymalnej mierzonego parametru.

3. Wartaé¢ mierzonego parametru odcz§tze wskanika PARAMETER)

Wynik odczytu umiéci¢ w Sprawozdaniu nr 4, w tabeli 1.

5. W celu zbadania wptywu zmian wastd pradu Ic na parametih;e przy ustalonym

napkciu Ucg, nalezy ustawid@ kolejne wartéci tego padu (np. w zakresie otl mA do 10
mA co 1 mA) i dokonyw& odczytdow mierzonego parametru wzegm, kolejnym

punkcie pomiarowym. Zakresy waéth napec i pradéw okréla prowadzacy zagcia.

Wyniki pomiaréw umieszczaw tabeli 1.
Po dokonaniu pomiaru parametrye zmniejszy wartas¢ pradul c do zera.
Ustawic przehcznik wyboru zakresu mierzonego parametru w skrajnym prawym

potozeniu.

2.4. Pomiar parametréw hze hpiei haze W funkcji pradu lc, przy ustalonym napiciu
UCE-

1.
2.

Wecism¢ klawisz wyboru mierzonego paramelripe

Postpujac analogicznie jak przy pomiard®.e (powtorzy czynndci podane wp. 2.2
p.2.3) dokon& pomiaru parametrli;z. dla kolejnych wartéci pradu I ¢, przy ustalonym
napkciu Uce. Wyniki pomiaréw umiéci¢ w Sprawozdaniu nr 4, w tabeli 1.

Parametnh,; Orazhyye Wyznaczanesgsw ten sam sposobVyniki pomiarow umieszcza

w tabeli 1.



2.5. Pomiar parametrow [h] w funkcji napiecia Ucg, przy ustalonej wartosci pradu Ic.

1. Postpujac zgodnie z wczmiej podanymi poleceniami, ustalpunkt pracy dla pomiaru
wybranego parametrin].

2. Przy ustalonej wartgi pradu lc, nalezy ustawid kolejne wartéci napkcia Uce
(np. w zakresie od V do 10 V co 1 V) i dokonyw& odczytow wartéci mierzonego
parametru w kadym, kolejnym punkcie pomiarowym.

3. Wyniki pomiarow umieszczaw Sprawozdaniu nr 4, w tabeli 2.

Punkt pracy tranzystora (watopradu |, przy ktérej przeprowadzang pomiary) i zakres

zmian napicia Ucg_ustala prowadicy cwiczenie.

Przeprowadzone pomiary mra powtdrzy dla innych tranzystoréw.

[ll. Opracowanie wynikow.

1. Wykresli¢ przebiegi parametréw macierzii][w funkcji pradu Ic (i napkcia Ucg) na
papierze milimetrowym.

2. Poréwna otrzymane wykresy z przebiegami teoretycznymi.

3. Wyjasni¢, dlaczego wyspuje zalenos¢ poszczegolnych parametréw macierhy pd

pradu kolektord ¢ oraz napjcia Uck.

Wybrane parametry badanych tranzystoréw

Typ Rodzaj | Materiat |U ceomax | | cmax (PIZ:;X) hase
TG5 | PNP | Ge | 30V| 10mA (75mW) i‘r’;\f OICA:”; mA)
BC109C| NPN| Si | 20V| 100mA 300 mwW (UCE‘1205+\fSIS MA A
BUYP53| NPN | Si | 50V | 5A| sow| o 7 : ?,1A|(/:A: 5 A)
2N3055| NPN| Si | 60v| 15A| 115w (|200=+ 472)
TG52 | PNP|  Ge | 30V| 150mA 100 mW, :1057_ \}28 A o A
TG3A | PNP Ge 15V | 10mA (75 mwW (UC;:O; \1/33 élé mA)




